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ляется склонность наноразмерных частиц к агломерации, что приводит к не-
равномерности распределения наполнителя в объеме матрицы и увеличению 
среднего значения межчастичных расстояний.
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При анодировании двухслойной тонкопленочной системы Al/Ta под пора-
ми анодного оксида алюминия (АОА) образуются металлооксидные островки 
тантала [1], а при соблюдении определенных технологических условий (тол-
щины тонких пленок, электрических режимов анодирования) формируются 
регулярные композитные пленки с островково-сетчатой наноструктурой, об-
ладающие уникальными электрофизическими характеристиками [1]. Для по-
лучения наноструктурированных островково-сетчатых пленок с заданными 
параметрами, а также для прогнозирования и управляемого варьирования их 
свойств исследовано влияние на проводящие свойства островково-сетчатых 
пленок отдельных составляющих наноструктуры анодированной системы Al/Ta.

Для проведения исследований были изготовлены четыре типа экспери-
ментальных структур: тонких танталовых пленок (20 нм) на диэлектрических 
подложках, анодированных тонкопленочных композиций Al/Ta в 0,2 М вод- 
ном растворе C2H2O4 при напряжении 53 В, островково-сетчатых пленок, по- 
лученных после удаления АОА с анодированной системы Al/Ta, и тонких ме- 
таллических сеток тантала после удаления островков оксида тантала на остров- 
ковосетчатых пленках. Моделирование проводимости проходило в COMSOL 
Multiphysics 4.4, результаты сравнивали с результатами измерений четырех 
типов экспериментальных структур. 

В итоге было установлено, что сопротивление сплошной ультратонкой 
пленки тантала составляет ~76 Ом/□, анодирование позволило повысить со-
противление почти в два раза и оно составило ~151 Ом/□. Удаление АОА ни-
как не повлияло на проводимость, а после удаления островков оксида Та со-
противление увеличилось до ~260 Ом/□, что подтверждает предположение  
об механизме электронной проводимости островково-сетчатых пленок метал-
лооксида тантала, выдвинутое ранее на основе анализа температурных харак-
теристик [2].
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